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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
© Halbleiterbauelement 

(§) Es wird ein Halbleiterbauelement und ein Verfahren zu 
dessen Herstellung vorgeschlagen mit einem Substrat 
und einer darauf befindlichen Epitaxieschicht, in der we- 
nigstens ein erstes und ein zweites bipolares Bauelement 
integriert sind, wobei das erste und das zweite bipoiare 
Bauelement eine vergrabene Schicht und unterschiedli- 
che Kollektorweiten aufweisen. Die vergrabene Schicht 
deszweiten Bauelementes weist eine grofcere Schichtdik- 
ke als die des ersten Bauelementes auf, wobei genau eine 
Epitaxieschicht vorgesehen ist. Die hierdurch entstehen- 
den unterschiedlichen Kollektorweiten werden durch die 
Ausdiffusion des Dotierstoffes der vergrabenen Schich- 
ten durch and ere Stoffe beeinflufct. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bctrifft ein Halbleilerbauelemeni 
mil eineni SuKstral unci einer darauf betindlichen Epitaxie- 
schicht, in der wenigstens cin erstes und ein zweiles bipola- 5 
res Bauelement integricrl sind, wobei das erste und das 
zweite Bauelement eine vergrabene Schicht und unter- 
schiedliche Kollektorweilen aufweisen. 
[0002J Es ist bei Bipolartransisioren Ublich, den Kollektor 
durch eine vergrabene, hochdotierte Schicht, cine soge- 10 
nannte Buried Layer, anzuschlieBen. Die Buried Layer wird 
dadurch erzeugt, daB das Subslrat vor deni Aufbringen der 
Epitaxieschicht an der gewunschten Slelle eine Ionen-Im- 
plantation crfahrt. AnschlieBend wird die niedrig dotierte 
Epitaxieschicht aufgebracht. Auf der an die erste Hauptseite 15 
des Halbleiterbauelementes reichenden Seite der Epitaxie- 
schicht werden anschlieBend die Basis-, Emitter- und Kol- 
lektor wan ncn erzeugt. Eine nioglichc ProzcBfolgc bei der 
Herstellung eines Bipolartransistors isl. beispielsweise in 
dem Lehrbuch "Technologie hochintegrierter Schaltungen" 20 
von D. Widmann, H. Mader, H. Friedrich, Springer Verlag, 
2. Aufiage, Tabelle 8.13 (Seite 326 bis Seite 334) beschrie- 
ben. 

[0003] A Is Kollektorweite wird derjenige Bereich der Epi- 
taxieschicht bezeichneL, die zwischen der in der Epilaxie- 25 
schicht gelegenen Wanne der Basis und der vergrabenen 
Schicht. gelegen ist. Die Kollektorweite bestimmt sich folg- 
lich durch die Schichldicke der Epitaxieschicht, abzuglich 
des Teiles der Buried Layer, die in die Epitaxieschicht reicht 
und abzuglich der Tiefe der Wanne der Basisschicht, die von 30 
der ersten Hauptseite her eingebrachi isL 
[0004] Die Dimensionierung der Kollektonveite bestimmt 
die Eigenschaften des Bipolartransistors. Bipolartransi- 
storen, die auf hohe Grenzfrequenzen optimiert werden sol- 
len, miissen eine kleine Kollektorweitc und eine erhohte Do- 35 
tierung im Kollektor aufweisen. Diese Bipolartransistoren 
werden als sogenannte HF-Bipolartransistoren bezeichnet. 
Hochvolt-Transistoren (HV-Bipolartransistoren), die auf 
hohe Durchbruchspannungen hin optimiert sind, weisen 
hingegen eine groBe Kollektor weite auf, da bei maximaler 40 
Betriebsspannung die Raumladungszone die Buried Layer 
nicht erreichen darf. Die typische Kollektor weite eines der- 
artigen Bipolartransistors betragt zirka 450 mm, flir eine Be- 
triebsspannung von ca. 5 V. Ublicherweise bildet bei einem 
HV-Bipolartransistor die Epitaxieschicht den Kollektor. Die 45 
Kollektordotierung entspricht somit der Dotierung der Epi- 
taxieschicht, uberlicherweise 10 16 . 

[0005] In vielen integrierten Schaltungen werden sowohl 
Bipolartransistoren mil einer hohen Grenzfrequenz als auch 
Bipolartransistoren mil einer hohen Durchbruchspannung 50 
benotigt. Aufgrund der bisher bekannlen Herstellungsver- 
fahren muB bei der Integration von Bipolartransistoren mit 
unterschiedlichen Grenzfrequenzen und Bipolartransistoren 
mit unterschiedlichen Durchbruchspannungen ein Kompro- 
miB bezuglich der Eigenschaften gefiinden werden. Hier- 55 
durch kann die Performance des Halbleiterbauelementes 
nicht optimal ausgenutzt werden. 

[0006] Sollen jedoch bipolare Bauelemente mit. unter- 
schiedlichen Kollektorweiten in einem Halbleiterbauele- 
ment zusammen integriert werden, so bestehen bei der Her- 60 
stellung derzeit zwei Moglichkeiten: Zum einen kann die 
Tiefe der Wanne in der Epitaxieschicht. bei dem ersten und 
dem zwei ten bipolaren Bauelement unterschiedlich reali- 
siert werden. Durch die erhOhte Basis weite reduziert sich 
hicrdurch die Grenzfrequenz desjenigen Bauclcmcntcs, des- 65 
sen Wanne (Basis) tiefer in die Epitaxieschicht reichL Wei- 
terhin ist die Verwendung einer zusatzlichen Maske zur Er- 
zeugung der unterschiedlich tiefen Basis-Wannen notwen- 
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dig. 

[0007] Eine andere Moglichkeil besteht darin,. die Dickc 
der niedrig dotierten Epitaxieschicht bei dem ersten unci 
deni zwei ten Bauelement unterschiedlich auszufuhren. Die 
Herstellung einer zweilen Epitaxieschicht ist jedoch zum ei- 
nen mil hohen Kosten verbunden, andererseils crhohl sich 
dadurch der Fcrtigungsaufwand erheblich. 
|0008] Aufgrund des kompliziert.en Vorgchens und einer 
in der Regel identischen Epitaxieschicht, d. h. die Epitaxie- 
schicht wcist liberal! die gleiche Dicke auf, wird deshalb ein 
KompromiB bezuglich der hohen Grenzfrequenzen und der 
hohen Durchbruchspannungen gesucht. 
[0009] Die Aufgabe der vorliegcnden Erfindung besteht 
deshalb darin, ein Halbleilerbauelemeni sowie ein \ferfahren 
zu dessen Herstellung anzugeben, bei dem auf einfache 
Weise bipolare Bauelemente mit unterschiedlichen Kollek- 
torweiten realisierbar sind. 

[0010] Dicsc Aufgabe wird mit den Mcrkmalcn des Pa- 
ten tan sprue hes 1, der das Halbleilerbauelemeni wiedergibt, 
und mit den Merkmalen des Patentanspruches 12, in wel- 
chem das erfindungsgemaBe Verfahren beschrieben ist, ge- 
lost. 

[0011] Die Erfindung sieht vor, daB die vergrabene 
Schicht des zwei ten bipolaren Bauelementes eine grbBere 
Schichldicke als die des ersten Bauelementes aufweisL wo- 
bei genau eine Epitaxieschicht vorgesehen ist. Die die Basis 
bildenden Wannen in der Epitaxieschicht konnen, miissen 
aber nicht, eine gleiche Hefe aufweisen. 
[0012] Der Erfindung liegl die Erkenntnis zugrunde, daB 
die Ausdiffusion des Dotierstoffes der Buried Layer durch 
andere Stoffe beeinfluBt werden kann. Hierdurch wird ein 
auBerst einfaches Herstellungsverfaliren ermoglicht, weil 
die vergrabenen Schichten des ersten und des zweiten Bau- 
elementes zunachst mit einer identischen Dotierstoffkon- 
zentration in das Substrat implantiert werden. AnschlieBend 
wird in die vergrabene Schicht. des zweiten Bauelementes 
cin zusatzlicher Stoff eingebracht, der die Diffusion des Do- 
tierstoffes in der vergrabenen Schicht des zweiten Bauele- 
mentes beeinfluBt. Die Einbringung dieses zusatzlichen 
Stoffes kann zum Beispiel durch eine Maskentechnik und 
durch Ionenimplantation erfolgen. AnschlieBend wird in ge- 
wohnter Weise die Epitaxieschicht in einem einzigen Schritt 
aufgebracht. 

[0013] Die Erfindung weist den Vorteil auf, daB fur eine 
zusatzliche Transistorvariante, das heiBt fur einen Bipolar- 
transistor mit einer unterschiedlichen Kollektorweite, nur 
eine zusatzliche Maskentechnik und eine zusatzliche Im- 
plantation noiwendig sind. Die Kosten im Vergleich zu einer 
zusatzlichen Epitaxieschicht, wie dies beispielsweise im 
Stand der Technik vorgesehen ist, sind deshalb relativ nied- 
rig. 

[0014] Da der Kollektor immer an der hochdotierten ver- 
grabenen Schicht des bipolaren Bauelementes endet, andern 
sich die Iransistoreigenschaften somit weniger mit erhdhter 
Kollektor-Emitterspannung als im Gegensatz zu einer dik- 
keren (niedrig dotierten) Kollektorschicht. 
[0015] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung erge- 
ben sich aus den untergeordneten Anspriichen. 
[0016] Das erfindungsgemSBe Halbleiterbauelement kann 
sowohl mit NPN- als auch mit PNP-Transistoren realisiert 
werden. Im Falle von NPN-Transistoren wird als Dotierstoff 
der vergrabenen Schichten vorteilhafterweise Arsen oder 
Antimon verwendet. Als zusatzlicher Stoff, der die Diffu- 
sion des genannten Doderstoffs in der gewllnschten Weise 
beeinfluBt, wird zumindest in der vergrabenen Schicht des 
zweiten Bauelementes Phosphor verwendet. 
[0017] Ist das bipolare Bauelement ein PNP-lransistor, so 
wird als Dotierstoff der vergrabenen Schichten vorzugs- 
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weise Bor vcrwendet. Der zumindest in der vergrabenen [0027] Die erste Wannc 3 wcisi. eine vorgegebene Tiefe 8 
Schicht dcs zweilen Bauelementes eingesctzte zusatzliche in der Epitaxieschicht 2 auf. Die Dicke der Epitaxieschicht. 2 
Stoff ist vorieilhafierweise Slicksloff. des Halbleiterbauelemcntes ist mil 7 gekennzcichnet. Unter- 
[0018] Rs isl in einer Ausgestallung auch rienkhar, daB so- halb der erslen Wanne 3 und der dritten Wanne 5 erstreckt. 
wohl in die vergrabene Schicht dcs ersten bipolaren Bauele- 5 sich die vergrabene Schicht 6, die vor dem Aufbringen der 
mentes als auch in die vergrabene S chichi, dcs zweilen Bipo- Epitaxieschicht 2 inillels Ionenimplantation in das Substrat 
larbauelementes eine jeweils unierschiedlichc Konzentra- 1 eingebrachl wurde. Der Absland 9, der zwischen der er- 
tion des StotTes eingebrachl wird, der die Diffusion des Do- slen Wanne 3, also der Basis und der vergrabenen Schicht 6 
liersioffes becinfiuBt. gebildet ist, stellt die Kollektorweite 9 des bipolaren Bauele- 
[0019] In einer vorteilhaften Ausgestaltung von NPN-Bi- io mentes dar. Durch die Kollektorweite wird die Eigensehafl 
polartransistoren ist der zusatzliche Stoff zumindest. in der des bipolaren Bauelemenlcs eingestellt. Weist das bipolare 
vergrabenen Schicht des zweilen Bauelementes lediglich in Bauelemcnl eine geringc Kollektorweite und hone Kollek- 
dem Bereich des in der ersten Wanne (Basis) gelegenen tordotierung auf, so eignel. sich das bipolare Bauelement ins- 
Emitters vorgesehen. Realisiert werden kann dieser Herslel- besondere fur hohe Grenzfrequenzen, nicht jedoch so sehr 
lungsschritl dadurch, daB die Maske den Bipolartransistor 15 fur hohe Durchbruchspannungen. Hohe Durchbruchspan- 
derarl. bedeckt, daB lediglich im Bereich der Wanne des Er- nungen konnen mittels einer groBen Kollektorweite und 
initters eine Ionenimplantation mit dem zusatzlichen Stoff niedriger Kollektordouerung erzielt werden. Das auf der lin- 
crfolgt. ken Scitc der Fig. 1 dargcstclltc bipolare Bauelemente 11 
[0020] Wird der zusatzliche. Stoff nur im Bereich unler eignel. sich deshalb vorzugsweise fur hohe Spannungen, 
dem Emitter eingebrachl, andert sich die Kollektorweite nur 20 wahrend das auf der rechten Seite gelegenc bipolare Bauele- 
unter dem aktiven Transistor, tjber der restlichen Flache der ment. 11' auf hohe Frequenzen hin optimierl. ist. 
Buried Layer, die als passives Gebiet bezeichnet wird, bleibt [0028] Die Tiefen 8, 8' der jeweiligen ersten Wanne 3, 3' 
die Kollektorweite unverandert. Wird die Kollektorweite im (Basis) bei beiden bipolaren Bauelemcnten 11, 11' konnen 
Bereich der Emitterwanne durch den zusatzlichen Stoff re- gleich ausgebildet sein. Die Dicke der Epitaxieschicht 7, 7' 
duziert, so verbleibt auf dem restlichen Gebiet der Buried 25 bei beiden bipolaren Baueleinenlen 11, 11' isl idenlisch aus- 
Layer ein Gebiet mit einer erhohten Kollektorweite. Hier- gebildet. Die Epitaxieschicht weist in beiden Fallen, da in 
durch ist ein bipolares Bauelement. realisierbar, welches in einem einzigen Verfahrensschritt aufgebracht, die gleiche 
diesem Bereich rcduzierte Kapazitaten und erhohte Durch- Dotierung auf. Die Epitaxieschicht. ist vorzugsweise nicdrig 
bruchs pan nungen auf weist. dotiert. 

[0021] Diese Ausgestaltung ist fur PNP-Bipolartransi- 30 [0029] Die Besonderheit des in Fig. 1 dargeslellten erfin- 

storen dadurch realisierbar, daB auBerhalb des Emitterberei- dungsgemaBen Halbleiterbauelements liegt darin, daB die 

ches in die vergrabene Schicht ein weiterer zusaizlicher bipolaren Bauelcmente 11, 11', in einer einzigen Epitaxie- 

Stoff eingebracht wird, der die Ausdiffusion hemmt. Bei- schicht 7, T gelegen sind. wobei die Kollektorweite 9, 9' je- 

spiels weise hemmt Sticks toff die Ausdiffusion von Bor. doch unterschiedlich ausgebildet ist. Ein derartiges Halblei- 

[0022] Die Erfindung und deren Vorteile werden anhand 35 terbauelement laBt sich dadurch realisieren, daB vor dem 

der nachfolgenden Figuren naher erlautert. Es zeigen: Aufbringen der Epitaxieschicht. 2 und dem Erzeugen der 

[0023] Fig. 1 ein erfindungsgemaBes Halbleiterbauele- darin gelegenen Basis-, Emitter- und Kollektor-Wannen, die 

ment mit. einem ersten und einem zweiten bipolaren Bauele- vergrabene Schicht. 6' des zweiten bipolaren Bauelementes 

ment und 11' mit einem zusatzlichen Stoff (aus der Rgur nicht ersicht- 

[0024] Fig. 2 eine alternative Ausgestaltung eines bipola- 40 lich) versehen wurde, der die Ausdiffusion des Dotierstoffes 

ren Bauelementes, welches in dem erfindungsgemaBen der vergrabenen Schicht 6' beeinfiufit, das heifit verstarkt. 

Halbleiterbauelemcnt eingesetzt werden kann. [0030] Eine Abanderung des bisher verwendeten Herstel- 

[0025] Fig. 1 zeigt in einer Schnittdarstellung ein erfin- lungsverfahrens beschrankt sich darauf, lediglich einen ein- 

dungsgemaBes Halbleiterbauelement, mit einem ersten bi- zigen zusatzlichen Maskenschritt. mit einer anschlieBenden 

polaren Bauelement 11 und einem zweiten bipolaren Bau- 45 Ionenimplantation vorzunehmen. Das erfindungsgcmaBe 

element 11'. Das erste und das zweite bipolare Bauelement. Halbleiterbauelement, das in seinen elektrischen Eigen- 

11, 11' sind in einer Epitaxieschicht 2 angeordnet, welche schaften gegenuber dem Stand der Technik optimierbar ist, 

auf einem Substrat 1 gelegen ist. Auf einer ersten Hauptseite ist somit auf SuBersl einfache Weise herstellbar. 

I des Halbleiterbauelementes, befinden sich die aktiven [0031] Der Kollektor des zweiten bipolaren Bauelementes 

Bauelemente, das heiBt die in der Epitaxieschicht 2 gelege- 50 11 (HF-Transistor) kann zusatzlich durch eine eigene Im- 

nen Basis-, Emit ler- und Kollekiorwannen. Die Bipolartran- plantation - sog. selekliv einplantierter Kollekior (Wanne 

sistoren sind prinzipiell gemaB der aus dem Stand der Tech- 14) - hoher als die Epitaxieschicht dotiert. sein. Durch die er- 

nik bekannten Weise ausgebildet. Ein derartiger Bipolar- hohte Dotierung wird die Weite der Raurnladungszone und 

transistor, der eine vergrabene Schicht aufweist, ist bei- die Durchbruchspannung reduziert. Bei maximaler Bc- 

spielsweise aus dem Lehrbuch "Bauelemente der Halbleiter- 55 triebsspannung des HF-TVansistors 11', die niedriger ist als 

Elektronik" von R. MUller, Springer Verlag 1991, 4. Auf- die maximale Betriebsspannung des HV-7ransistors 11, er- 

lage, Seiten 245, 246 beschrieben. reicht die Raurnladungszone nicht mehr die vergrabene 

[0026] Die nachfolgende kurze Beschreibung des Auf- Schicht 6, d. h. die Raurnladungszone (14a) ist dann kleiner 

baues eines bipolaren Bauelementes beschrankt sich auf das als die Kollektorweite 9. Der Bereich des Kollektors ohne 

erste Bauelement 11. In der Epitaxieschicht 2 ist an die erste 60 Raurnladungszone (14b) ist somit nur noch parasitarer Wi- 

Hauptseite I angrenzend eine erste Wanne 3, die als Basis dersiand. Durch die reduzierte Kollektorweite wird dieser 

dient, vorgesehen. In der ersten Wannc 3 ist eine zweile Bereich reduziert und damit der parasitare Widerstand redu- 

Wanne 4 angeordnet, die eben falls an die erste Hauptseite I ziert. 

reicht und den Emitter des bipolaren Bauelementes biidet. [0032] Die bipolaren Bauelemente 11, 11' konnen sowohl 

Die zweite Wannc 4 ist dabci scitlich von der ersten Wannc 65 als NPN- als auch als PNP-Transistorcn ausgefuhrt sein. Die 

3 vollstandig umgeben. Benachbart der ersten Wanne 3 ist beiden Bauelemente 11, 11* konnen dabei vom gleichen 

eine dritte Wanne 5 vorgesehen, die an die erste Hauptseite I Transistortyp oder aber vom unterschiedlichen Transistor- 

reichend in der Epitaxieschicht 2 gelegen ist. typ sein. Ist das bipolare Bauelement ein NPN-Transislor, so 
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wird als Dotierstoff der vergrabencn Schichi 6, 6* vorzugs- 
weise Arsen oder Antimon verwendet. Dieser Doliersioff 
wird in der gleichen, das hciBi. identischen Konzentraiion 
hei der Herstellung in heiden Bauelementen 11, 11' einge- 
bracht. Die Zugabe von Phosphor in der vcrgrabcnen 5 
Schichi 6' des zweilen Bauelcmcnics IT verslarkl die Aus- 
diffusion von Arsen oder Antimon. Bei einem PNP-Transi- 
stor beslehi. die vergrabene Schichi bei spiels weise aus Bor, 
wobei die Ausdiffusion durch Stickstoff reduziert, durch 
Fluor verslarkl werden kann. 10 
[0033] Es isl. denkbar, lediglich der vergrabenen Schicht 6' 
des zweiten Bauelenienles den zusalzlichen Si off zuzuge- 
ben; jedoch isi es selbstverslandlich auch moglich, in den 
vergrabenen Schichten 6, 6' sowohl des ersten als auch des 
zweilen Bauelementes 11, 11' den zusatzlichen StofT beizu- 15 
geben. Durch die Wahl einer un terse hiedlic hen Konzentra- 
iion des zusalzlichen Stoffes, kann nichtsdestoirotz eine un- 
tcrschicdlich Kollcktorwcitc 9, 9' rcalisicrt werden. 
[0034] Fig. 2 zeigt ein alternaliv ausgestalletes bipolares 
Bauelement, das zusammen oder alternaliv mil den in Fig. 1 20 
gezeigten bipolaren Bauelementen 11, 11' in ein em Halblei- 
terbauelemenl integriert werden kann. Bei der Herstellung 
des in Fig. 2 gezeigten bipolaren Bauelementes wurde die 
Maske fur die Implantation des zusatzlichen Stoffes deran 
ausgebildet, daB im Falle eines NPN-Bauelemenles ledig- 25 
lich die zweite Wanne 4, die den Emitter bildet, ausgespart 
bleibt, wahrend bei eineni PNP-Bauelement die zweite 
Wanne 4 bedeckt wird und der Rest der vergrabenen Schicht 
ausgespart. bleibt. Durch die anschlieBende Ionenimplanta- 
tion des zusatzlichen Stoffes (Phosphor im Falle eines NPN- 30 
Bauelenienles, Stickstoff im Falle eines PNP-Bauelemen- 
tes) wird nur die Ausdiffusion des Dotierstoffes der vergra- 
benen Schicht. 6 im Bereicii unterhalb des Emitters 4 ver- 
stiirkt (NPN-Bauelement.) bzw. gehemmt (PNP-Bauele- 
ment). Die vergrabene Schicht 6 weist somit einen stufenar- 35 
tigen Verlauf auf. Die Kollektorweite unterhalb der dritten 
Wanne 5 (Kollektor) sowie in Teilen der ersten Wanne 3 
(Basis) bleibt. somit unverandert. Das in Fig. 2 dargestellte 
bipolare Bauelement ermoglicht reduzierte Kapazitaten und 
crhOhte Durchbruchspannungen in dem Bereich 12 der ver- 40 
grabenen Schicht. Unterhalb des Emitters 4 ist in derEpita- 
xieschicht. 2 der in Fig. 1 bereits beschriebene selektiv im- 
plantierte Kollektor 14 angeordnet. 

[0035] Die Dicke der Epitaxieschicht 2 des Bauelementes 
gemaB Fig. 2 cntspricht der Dicke der in der Epitaxieschicht 45 
2 in dem Halbleiterbauelement der Fig. 1. Ebenso ist die 
Tiefe der ersten Wanne 3 (Basis) mil der Tiefe 8 der ersten 
Wanne 3, 3' der bipolaren Bauelemente aus der Fig. 1 iden- 
tisch. 

[0036] Eine Optimierung der eiektrischen Eigenschaften so 
mehrerer bipolarer Bauelemente in einem Halbleiterbauele- 
ment, das auf bekannte Weise hergestellt wird, ist. auf einfa- 
che Weise dadurch moglich, daB ein zusatzlicher Stoff die 
Diffusion eines Dotierstoffes der vergrabenen Schicht eines 
Bipolartransistors variierL Hierdurch kann die Kollektor- 55 
weite, die die eiektrischen Eigenschaften bestimmt, einge- 
stellt werden. 

Patemanspruche 

60 

1 . Halbleiterbauelement mit einem Substrat (1) und ei- 
ner darauf befindlichen Epitaxieschicht (2), in der we- 
nigstens ein erstes und ein zweites bipolares Bauele- 
ment (11, 11') integriert sind, wobei das erste und das 
zweite bipolare Bauelement (11, 11') cine vergrabene 65 
Schicht (6, 6*) und unterschiedliche Kollektorweiten 
(9, 9') aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daB die 
vergrabene Schicht (6') des zweiten Bauelementes (IT) 
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eine groBcrc Schichidicke (10') als die des ersten Bau- 
elementes (11) auf weist, wobei genau eine Epitaxie- 
schicht (2) vorgesehen ist. 

2. Halhleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die vergrabene Schicht (6) des ersten 
bipolaren Bauelenienles (11) und die vergrabene 
Schicht (6') des zweiten bipolaren Bauelementes (11') 
idenlische Doliersioffkonzenlrationen aufweisen und 
zumindesl die vergrabene Schichi (6') des zweilen bi- 
polaren Bauelementes (11') einen zusatzlichen Stoff 
auf weist, der die Diffusion des Dotierstoffes der ver- 
grabenen Schicht beeinfluBl. 

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die die Basis bildenden er- 
sten Wannen (3, 3') in der Epitaxieschicht (2) eine glei- 
che Tiefe (8, 8') aufweisen. 

4. Halbleiterbauelemeni nach eineni der Anspruche 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB der zusatzliche 
Stoff in der vergrabenen Schicht des ersten bipolaren 
Bauelementes (11) eine andere Konzentraiion als der 
zusatzliche Stoff in der vergrabenen Schicht (6') des 
zweiten bipolaren Bauelementes (11') auf weist. 

5. Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Dotierstoff der 
vergrabenen SchichLen Arsen oder Anliinon ist. 

6. Halbleiterbauelement nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der zusatzliche StofT zumindest in 
der vergrabenen Schicht. (6') des zweiten bipolaren 
Bauelementes (11') Phosphor ist. 

7. Halbleiterbauelemeni nach einem der Anspruche 5 
oder 6, dadurch gekennzeichnet, daB der zusatzliche 
Stoff in der vergrabenen Schicht (6') zumindesl des 
zweiten Bauelementes lediglich in dem Bereich des in 
der ersten Wanne (3) gelegenen Emitters (4) vorgese- 
hen ist. 

8. Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Dotierstoff der 
vergrabenen Schichten (6, 6') Bor ist. 

9. Halbleiterbauelemeni nach Anspruch 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der zusatzliche Stoff zumindest in 
der vergrabenen Schicht (6') des zweiten Bauelementes 
(11') Stickstoff oder Flour ist. 

10. Halbleiterbauelement nach Anspruch 8 oder 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein weiterer zusatzlicher 
Stoff in der vergrabenen Schicht (6) zumindest des 
zweiten Bauelementes lediglich in dem Bereich auBer- 
halb des in der ersten Wanne (3) gelegenen Emitters 
(14) vorgesehen ist. 

1 1 . Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB in der Epitaxie- 
schichl (2) im Bereich unterhalb des Emitters ein selek- 
tiv implantierter Kollektor (14) vorgesehen ist. 

12. Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbauele- 
mentes mit einem Substrat (1) und einer darauf befind- 
lichen Epitaxieschicht (2), in der wenigstens ein erstes 
und ein zweites bipolares Bauelement (11, 11') inte- 
griert sind, wobei das erste und das zweite Bauelement 
(11, 11') eine vergrabene Schicht (6, 6') aufweisen, da- 
durch gekennzeichnet, daB 

die vergrabenen Schichten (6, 6') mit einer identischen 
Dotierstoffkonzentration in das Substrat implantiert 
werden, 

zumindest in die vergrabene Schicht (6') des zweiten 
bipolaren Bauelementes (11') ein zusatzlicher Stoff ein 
gcbracht wird, der die Diffusion des Dotierstoffes in 
der vergrabenen Schicht (6') des zweiten bipolaren 
Bauelementes (110 beeinfluBl, 

die Epitaxieschicht (2) in eineni einzigen Schritt aufge- 
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bracht wird, 

die die Basis, den Emitter und den KoIIektor bildenden 
Wannen (3, 4, 5) in der Epilaxieschicht(2) erzeugl wer- 
den. 

33. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, dafl das Einbringen des zusiitzlichen StolYes 
durch einc Maskentechnik und Ionenimplantation er- 
folgt. 

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Maske das bipolare Bauelement 10 
derarl. bedeckt, daB lediglich an der Stelle der Wanne 
des Emitters (4) cine Ionenimplantation mil dem zu- 
satzlichen Stoff erfolgt. 

15. Verfaliren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge- 
kennzeichnel, daJ3 die Maske das bipolare Bauelement. 15 
lediglich an der S telle der Wanne des Emi tiers (4) be- 
deck t und eine Ionenimplantation auGerhalb des Emit- 
tcrbcrcichcs, abcr im Bcrcich der vergrabenen S chichi 
miteinem weiteren zusatzlichcn Stoff erfolgt. 
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